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第 1 章では、本研究の背景と目的を述べ、次世代 LSI の開発に界面ラフネスの発生メカニズムの特定や界面構造の
詳細な解析が欠かせないという観点から、本研究の意義と重要性を明確にした。


































ついて、シリコン/シリコン酸化膜界面構造を STM-EB/TD 法を用いて観察評価し、膜厚 8 nm および 15 nm の熱酸




(5)ゲート酸化膜の高温アニール処理の効果について調べ、アニール温度 10000C程度では数十 nm 以下の空間周期の
ラフネスが減少することを見出し、熱緩和によりシリコン/シリコン酸化膜界面が平塩化することを確かめている。
以上のように、本論文は、次世代高集積回路を実現する上で重要な走査トンネル顕微鏡を用いた原子レベルの高い
分解能のシリコン/シリコン酸化膜界面観察・評価手法を開発し、半導体デ、バイス級ゲート酸化膜/シリコン基板など
の界面構造を評価し、半導体製造プロセスに重要な知見を与えており、応用物理学、特に半導体工学および微細構造
評価技術に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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